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 β-Ga2O3は 4.5~4.8eV のバンドギャップを

もつ伝導酸化物である。紫外線照射により光

キャリアを導入しすると、ドナー•アクセプ

ター対消滅による青色発光を示す。これまで

に我々は β-Ga2O3に Cr をドープすることに

より青色発光が減少すること[1]、時間分解

分光から Cr3+へのエネルギー移動[2]。今回は

Siをドープしたβ-Ga2O3の発光を時間分解分

光法で調べたので報告する。 

	
 Si−Ga2O3 単結晶は浮遊帯域結晶成長法に

より作製し、切断・劈開して測定試料とした。

ドープ量は Gaに対し 0.1%とした。励起光源

は繰返し周波数 10HzのNd:YAGレーザーの

4 倍高調波（266nm）を用いた。時間分解発

光スペクトルはストリークカメラにより測

定した。 

	
 Fig. 1は時間分解分光スペクトルの結果で

ある。光励起直後を発光強度のピークとして

0µs、30µs、60µsのそれぞれの時間経過での

発光スペクトルを表している。時間経過に依

らずブロードな発光を示しているが、短波長

側の発光減衰が速いことが確認できる。Fig. 

2 は Si−Ga2O3 の発光を波長毎に時間分解し

た結果である。ここで波長領域を 350~400nm、

400~450nm、450~500nm に分けて測定した。

この結果から長波長側は遅い発光成分の比

率が大きいことが確認された。 

	
 当日は Si の濃度依存性や時間分解分光の

詳細について議論する。 
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Fig. 1 Time-resolved PL spectra of 
Si(0.1%)-Ga2O3. 

Fig. 2 Temporal evolution of the blue 
emission in Si(0.1%)-Ga2O3. 
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